RFT SC116 — SC117 — SC118 - SC119

Silizium- pnp- Planar- Epitaxie- NF- Transistoren
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Grenzwerte gultig fir den Betriebstemperaturbereich

SC116 SC117 SC118 SC119

Ueo = 20 30 60 80 \
Uceo = 20 30 60 80 \Y
Uggo = 5 5 5 5 \Y

I = 100 mA
|B = 50 mA
Pt = 300 mwW
9; = +175 °C
Sa = -40 ... +125 °C

Elektrische Kennwerte ( 9.=25°C -5K)

SC116d
F (bei Uge = 5V, Ic = 0,2mA) typ. 2,5 dB
fr (bei Uge = 5V, IC = 10mA) typ. 90 MHz
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